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MỞ ĐẦU 

Huỳnh quang từ các ion đất hiếm hóa trị ba (RE3+) pha tạp trong các vật liệu 

quang học là một hướng nghiên cứu hấp dẫn các nhà khoa học do ứng dụng phong 

phú của chúng trong các lĩnh vực: Chiếu sáng, dẫn sóng, laser [1,2]. Một trong những 

nguyên tố đất hiếm được sử dụng nhiều nhất trong các ứng dụng thực tế là tebium 

(Tb3+). Do phổ phát xạ của Tb3+ chủ yếu nằm trong vùng khả kiến nên Tb3+ thường 

được sử dụng trong các thiết bị chiếu sáng, hiển thị, pin mặt trời [3,4]. Ngoài ra, dải 

phát xạ màu xanh lá tại bước sóng khoảng 543 nm thường có dạng dải hẹp với cường 

độ mạnh, vì vậy Tb3+ cũng được sử dụng trong chế tạo laser [5-7]. 

Hiện nay, vật liệu nền được sử dụng cho các thiết bị quang học thường là tinh 

thể và thủy tinh. Trong đó, các đơn tinh thể pha tạp đất hiếm thường cho các vạch 

phát xạ hẹp với cường độ mạnh, thời gian sống dài của các mức kích thích, do đó vật 

liệu này rất thích hợp cho việc chế tạo thiết bị khuếch đại quang và laser rắn [6,8]. 

Nhược điểm của đơn tinh thể là rất khó chế tạo do yêu cầu ngặt nghèo về công nghệ. 

So với vật liệu tinh thể, việc sử dụng thủy tinh có nhiều thuận lợi hơn như dễ chế tạo, 

dễ dạo dáng, dễ điều chỉnh thành phần và dễ thu được các mẫu có kích thước lớn. 

Ngoài ra tiết diện phát xạ của thủy tinh thường lớn hơn so với tinh thể [7,8]. Trong 

số các thủy tinh vô cơ thì thủy tinh tellurite có nhiều ưu điểm như năng lượng phonon 

thấp, chiết suất cao, do đó thủy tinh tellurite pha tạp đất hiếm thường cho hiệu suất 

phát quang cao [1,4,7]. Tuy nhiên, do hiện tượng tái kết tinh mạnh của TeO2 nên 

không thể chế tạo thành công thủy tinh tellurite nguyên chất [9]. Để tránh hiện tượng 

này, một số thành phần biến đổi mạng (B2O3, Al2O3, SiO2, K2O, Na2O…) thường 

được bổ sung với hàm lượng trên 10% trong quá trình chế tạo thủy tinh [9,10]. Oxit 

B2O3 cũng là một trong những vật liệu đặc biệt, nó đóng vai trò là thành phần biến 

đổi mạng khi nồng độ nhỏ hơn 30 % và là thành phần hình thành mạng với nồng độ 

vượt quá 30% [10]. Như vậy, với nồng độ TeO2 và B2O3
 cùng vượt quá 30%, mạng 

thuỷ tinh hỗn hợp TeO2-B2O3 được xây dựng dựa trên cả hai thành phần hình thành 

mạng là tellurite và borate. Sự hiện diện của B2O3 trong thuỷ tinh tellurite sẽ tăng độ 

bền, giảm nhiệt độ nóng chảy, giảm độ tái kết tinh của vật liệu. Ngoài ra, do sự khác 

nhau nhiều về bán kính ion Te và B nên luôn có sự tương tác mạnh giữa hai thành 


